
太原回收电解电容

产品名称 太原回收电解电容

公司名称 深圳银源电子

价格 800.00/件

规格参数 品牌:村田、TDK、太诱、国巨、三星
型号:规格不限均有收购
产地:进口

公司地址 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号
深纺大厦C座2K22

联系电话 15338737949 15338737949

产品详情

太原回收电解电容 港口回收高通IC、厚街收购陶瓷电容、花都收购太诱电容、坦洲回收1200万图像传感
器、高明回收BGA、哈尔滨收购光纤模块、南山收购西部数据硬盘、大岭山收购海力士IC、清远收购手
机芯片、厚街收购IC、高埗收购开关IC、上海回收镁光SSD硬盘、闵行回收字库IC、龙华收购三菱模块
、龙岗回收库存芯片、南沙回收单片机IC、兰州回收蓝牙芯片、兰州回收插头、吴江回收显示芯片、咸
阳回收阿尔特拉IC、台州收购青铜系列CPU、桥头回收东芝CF卡、神湾回收wi-fi芯片、闪迪EMMC、嘉
善收购三工器、青浦收购GPS模块、中山回收FLASH、泰州回收超极本CPU、长安回收电感、龙华回收
金士顿字库、潍坊收购红宝石电容、临沂收购图像传感器、常熟收购加速计、东凤回收接口IC、中堂收
购红宝石电容、绵阳收购南北桥芯片、合肥回收耳机主板、横岗收购芯片、宝安收购手机智能机、黄埔
收购DRAM内存、浦口回收东芝光耦、开关、港口回收网卡、西丽回收芯片、横栏收购亚德诺IC、长安
收购显卡芯片、茶山回收镁光IC、惠州回收充电芯片、泉州回收瑞昱芯片、阜沙收购充电芯片 LMR33620
BDDAR、EEVEB2C100Q、XCVU11P-2FIVB2104I、ERA8AHD21R0V、ERJS1TD6201U、DS-313-PIN、NX6
72、UP025CH221J-A-BZ、EP2C8T144C6N、ERJS14F3R01U、LT3042EDD#TRPBF、AP4KE350CA-G、CC0
603KRX7R9BB183、LT8301ES5#TRPBF、TK65E10N1、GC1024、NCP114AMX150TCG、SPC58EC80E5EMC
0X、KSA928A、STM32L442KCU6、GJM1552C1H4R2WB01#、S5E5515、HF115F-TH/060-1HS3、XCVU11P
-L2FIVA2577E、GQM2192C2A4R0DB01#、NZX24C、TPA5052RSAT、WCXU80MNFABM-NAFPD、D9JP
V、GJM0225C1C150JB01#、ERG3SG100、MAX1121、PRF21BE471QB5RA、FS32K142HAT0MLLT、DSC11
21CI5-066.0000T、HTB150-P、GQM2195C2AR50CB01#、RDER72A474K1S1H03A、BLM18KG700JH1#、ED
ZV22B、SGM7SZ04YC5G/TR、MIC5201-4.8YM、STPSC15H12DY、INA199A1RSWR、RDED72W103K2K1
H03B、AP0201AT2L00XEGA0-TR、INA2134UA/2K5G4、ERG12SG272P、5SGXMA7H2F35C3N、D9GKB、
LTC2165CUK#PBF、GRM1551X1H7R1BA01#、AP4KE250A-G、TLV74328PDBVR、GRJ188R72A104ME11#
、GQM2195C2E7R6CB12#、LM317LCPWRE4、R5F2154AHJFP、JW692、XCVU7P-L2SBGB2104E、HF116F
-2/120AP-2HFW、TLE2425CLP、ERJUP3F36R0V、HT2DC20S20/F/RSP、MCP6143T-E/SN、MAX8597、A
DUM4160BRIZ、MT9M002C12STCVAS、HFE7/6-1HST-L1、TX2-L-9V、ERG5SJD110L、AO4407A、CC12
06GKNPOCBN100、25SEK270M、ERJH3EF1803V、IMX437LQJ、GJM0225C1E3R3BB01#、SPC5602BK0ML
Q6、FDT3612、MC33363ADWR2G、FBMB16A256G0KDBAFJ4-BL、ERJPA3F5762V、ERJP14F84R5U、ERJ
S12D3163U、TRMD476M020R0055、ERA8APC8872V、GRM0335C2A5R8BA01#、MPX2100AP、ERG1SJ243



、80-M312WPA050SH01-K889F45、IRFR9120、LTC2430CGN#TRPBF、SKiiP12HEB066V1、PTVS16VP1UT
P、HFE7/3-1HDSTG(412)、ERJB2BG5R6V、ERX2SZGR75E、ERJU08F4990V、GRM188R11C274KA01#、M
CP1404-E/MF 其中半导体器件(包括：半导体分立器件、集成电路等)大多数是辐射敏感器件，辐射环境
对这些器件的性能会产生不同程度的影响，甚至使其失效。针对各种辐射效应，在器件的材料、电路设
计、结构设计、工艺制造及封装等各个环节采取加固措施，使其具有一定的抗辐射性能。选择抗辐射加
固的器件应用在空间辐射环境中，将能提高航天器的可靠性和使用寿命;应用在战略中，将能提高其效能
和突防能力。空间辐射环境对电子器件主要产生电离辐射总剂量(TID)效应和单粒子效应(SEE);核辐射环
境尤其是核环境，主要产生瞬时电离辐射总剂量效应、中子辐射效应和电磁脉冲损伤效应。 

扬州回收直插电容

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

